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Ⅰ．はじめに 

 

 

CMPは、ULSIプロセスでは必要不可欠なプロセスですがスラリーと呼ばれる研磨剤をプラテン上

にはりつけたパッド上に供給し、ウェハーのCMPを行うものです。スラリーはCMPの速度や選択比、

面内の均一性などの重要な因子であり、一方、パッドもエッジ効果や面内均一性、ディシングやエ

ロージャンなどを防止する上でも欠かせないものです。CMPの対象となる材料はさまざまあるので、

その最適解を求めて化学素材メーカを中心にいろいろな企業が参入しています。 

本書は、そのように、最近特許出願の多いCMP用パッドとスラリーに焦点をあてたものです。  

2004年8月以降に出願されたものから、1)スラリー材料、2)スラリー供給法、3)パッド材料、4)パッド

調整法、5)その他に分類して、実例をもとに分かりやすくまとめています。CMP用のパッドやスラリ

ーの開発に従事している方、CMP装置の開発に従事している方、半導体メーカでCMPプロセスを

担当している方には実戦的、即効的なヒントになり、また全体の技術の流れを捉えようとしている方

にも役立ちます。 

 

●この資料集で取り上げた発明が解決しようとしているCMPパッド・スラリーの課題は、主に以下の

ようなものと考えられます。 

・被CMP材料に適したスラリー材料 

・被CMP材料に適したパッド材料 

・スラリーの安定供給、凝集防止 

・パッドの簡便かつ適確な調整法およびその評価法 

・エッジ効果の防止 

・パッドやスラリーのリサイクル 

・パッドを通した終点検出モニタ 

 

図面および説明文を照らし合わせてご覧ください。 
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Ⅱ．着眼点（設計ポイント）の定義 

 

（１）スラリー材料 

 

特 開 2005-159166 
株 式 会 社 東 芝  

スラリー材料の設計、添加剤などに関する出願

を取り上げました。いろいろな被CMP材料に対し

て、幅広く、材料設計が行われています。 

 
 
（２）スラリー供給法 

 
特 開 2005-052952 

松 下 電 器 産 業 株 式 会 社  

スラリー材料にこだわらない安定的な供給

法と、スラリーの凝集 を抑える方 法について

取り上げました。 
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（３）パッド材料 

 

特 開 2005-183707 
東 洋 ゴム工 業 株 式 会 社  

パッドは硬 度 や溝 の種 類 、そのはけ方 で

微 妙 にCMP特 性 が変 化 します。ここでは、

パッドそのものの材料や溝のはけ方などのパ

ッドの構造に関するものを取り上げます。ここ

にもいろいろな被 CMP材 料 に対 して、幅 広

い提案がなされています。 

 

 

（４）パッド調整法 

 
特 開 2005-136406 
テキサス  インスツルメンツ  インコーポレイテツド  

パッドは常にスラリーとウェハーに接し、CMP
しているうちに目詰まりしたり磨 耗します。従っ

て、ウェハーやロットごとに元のコンディションに

整 えることが必 要 です。またパッドの交 換 を手

早く済ませることが必要です。ここではそれらに

関する出願を集めています。 

 

（５）その他 

     

 
特 開 2005-313154 
三 洋 電 機 株 式 会 社  

廃液の処理、ポストCMPクリーニングな

どに関するものを取り上げました。 
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Ⅲ．注目特許 148 例 

 

スラリー材料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mouri
新規スタンプ



公開特許ＪＰ抄録
特開2004-311967
（Ｐ２００４－３１１９６７Ａ）

(43)公開日  平成16年(2004)11月4日審査請求  未請求  請求項の数3  ＯＬ （全8頁）

(21)特願2004-69992

(22)平成16年(2004)3月12日

(51)Int.Cl.                                  ＦＩ７ テーマコート゛（参考）
   H01L  21/304             3C058             H01L  21/304     622 C  
   B24B  37/00                                B24B  37/00          H  
   C09K   3/14                                C09K   3/14      550 Z  優(31)特願2003-87596

先(32)平成15年(2003)3月27日
権(33)日本国(JP)

【Ｆターム】3C058 AA07  AA09  CB02  DA13  
                  DA17  

(71)出願人  株式会社日本触媒 大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目１番１号
(72)発明者  中田  善知

(54)【発明の名称】ＣＭＰ研磨剤用ポリマー及び組成物

(57)【要約】

  【課題】  ＣＭＰ研磨剤用に好適なＮ－ビニルアミド

系系ポリマーを提供する。さらに詳しくは保存安定性に

優れ研磨傷が発生しにくいＣＭＰ研磨剤を与えるＣＭＰ

研磨剤用Ｎ-ビニルアミド系ポリマーを提供する。    

【解決手段】  Ｎ-ビニルアミド系ポリマー中に含まれ

る微量のＮ-ビニルアミド系モノマー及び/またはＮ-ビ

ニルアミド系モノマーの加水分解物である含窒素化合物

の含有量をＮ－ビニルアミド系ポリマーに対して１０，

０００ｐｐｍ以下に押さえること、またＮ－ビニルアミ

ド系モノマーの加水分解物である含窒素化合物の含有量

が、Ｎ－ビニルアミド系ポリマーに対して５％以下に抑

える事によりＣＭＰ用研磨剤として用いた時砥粒の分散

安定性が改良され、研磨傷が低減される。

【選択図】  なし

【実施例】

【００３４】

以下、実施例により、本発明をさらに具体的に説明する

が、本発明はこれらにより何ら限定されるものではない

。

【００３５】

―合成例１―

撹拌式耐圧オートクレーブにイソプロパノ－ル１１０部

、ビニルピリロドン３５０部及びジ－ｔ－ブチルパーオ

キシド１部を予め装入し、そして1２０℃に加熱して約

２．５×１０５ Ｐａの圧力になった後、イソプロパノ－

ル４０部、ジ－ｔ－ブチルパーオキシド１部の混合物を

４時間かけて滴下混合し、滴下終了からさらに４時間加

熱を行い反応を終了する。放圧により８０℃に冷却しそ

の際イソプロパノ－ル１００部を留去する。水２００部

で希釈し、そして水蒸気の吹込みによりイソプロパノー

ルを残らず留去し、ポリビニルピロリドン水溶液を得た

。（ポリマー１）ＬＣ法により測定したビニルピロリド

ンの含有量はポリビニルピロリドンに対して８ｐｐｍで

あった。また、ＬＣ法により測定した２－ピロリドンの
［続きあり］

【技術分野】

【０００１】

本発明はＣＭＰ研磨剤に好適なポリマーに関するもので

あり、残存モノマーの含有量が、ポリマーに対して１０

０００ｐｐｍ以下であるＮ－ビニルアミド系ポリマーに

関する物である。

【特許請求の範囲】

【請求項１】

Ｎ－ビニルアミド系ポリマーであって、Ｎ－ビニルアミ

ド系モノマーの含有量が、Ｎ－ビニルアミド系ポリマー

に対して１０，０００ｐｐｍ以下であることを特徴とす

るＣＭＰ研磨剤用ポリマー。

【請求項２】

Ｎ－ビニルアミド系ポリマーであって、Ｎ－ビニルアミ

ド系モノマーの加水分解物である含窒素化合物の含有量

が、Ｎ－ビニルアミド系ポリマーに対して５０，０００

ｐｐｍ以下であることを特徴とするＣＭＰ研磨剤用ポリ

マー。

【請求項３】

請求項１または２のポリマーを含むＣＭＰ研磨剤用組成

物。
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公開特許ＪＰ抄録
特開2006-19747
（Ｐ２００６－１９７４７Ａ）

(43)公開日  平成18年(2006)1月19日審査請求  未請求  請求項の数10  ＯＬ  外国語出願 （全22頁）

(21)特願2005-193259

(22)平成17年(2005)7月1日

(51)Int.Cl.                                  ＦＩテーマコート゛（参考）
   H01L  21/304   (2006.01) 3C058             H01L  21/304     622 C  
   B24B  37/00    (2006.01)                   B24B  37/00          H  

優(31)10/882,568
先(32)平成16年(2004)7月1日
権(33)米国(US)

【Ｆターム】3C058 AA01  CB02  CB10  DA02  
                  DA12  DA17  

(71)出願人  ローム  アンド  ハース  エレクトロニッ* アメリカ合衆国  デラウェア州  １９８９９  ウィルミ*
(72)発明者  フランシス・ジェイ・ケリー（外3名）

(54)【発明の名称】ケミカルメカニカルポリッシング組成物及びそれに関連する方法

(57)【要約】      （修正有）

【課題】研磨作業の期間を延ばすことなくトレンチまた

はトラフ中の金属のディッシングを減らす方法の提供。

【解決手段】金属を含有する半導体ウェーハのＣＭＰに

有用な水性組成物であって、酸化剤、非鉄金属のインヒ

ビター、非鉄金属の錯化剤、改質セルロース、第一のコ

ポリマーと第二のコポリマーとのコポリマーブレンド０

．００１～１０重量％及び残余としての水を含む組成物

を使って研磨する。

【選択図】なし

【実施例】

【００２１】

高分子量（約２００，０００Mw）ＡＡ／ＭＡＡ（モル比

２：３）コポリマーを製造するため、ＡＡ（１００％ア

クリル酸）７５g、ＭＡＡ（１００％メタクリル酸）１

３５g、ＮａＰＳ（Ｎａ2Ｓ2Ｏ8、Mw＝２３８．１）０．

５g＋１．９g、脱イオン水２７０g＋４２g＋３８０g、

５０％ＮａＯＨ２０gを使用した。混合モノマー２５gを

四つ口２０００ml反応器に仕込み、続けて脱イオン水２

７０g及び過硫酸ナトリウム０．５gを仕込んだ。混合物

を９２℃に加熱したのち、混合モノマーの残り及び水４

２g中過硫酸ナトリウム１．９gの溶液を４０分及び５０

分かけて反応器に同時供給した。反応混合物を９２℃で

さらに１時間保持したのち、室温まで放冷した。粗生成

物のＧＣ及びＧＰＣを確認し、５０％ＮａＯＨ溶液によ

って１０％酸を中和した。この手順で、Mw／Mn＝１９８

，０００／３０，０００、ＡＡ＝５３２ppm、ＭＡＡ＝

３８ppm、ｐＨ＝３．７を得て、粗生成物の固形分は４

５．６％であった。５０％ＮａＯＨ２０g及び水３８０g

を使用して粗生成物を２４．４５％に希釈し、粗生成物
［続きあり］

【技術分野】

【０００１】

本発明は、半導体ウェーハ材料のケミカルメカニカルプ

ラナリゼーション（ＣＭＰ）に関し、より具体的には、

絶縁材及びバリヤ材料の存在で半導体ウェーハ上の金属

配線を研磨するためのＣＭＰ組成物及び方法に関する。

【特許請求の範囲】

【請求項１】

金属を含有する半導体ウェーハのＣＭＰに有用な水性組

成物であって、酸化剤、非鉄金属のインヒビター、非鉄

金属の錯化剤、改質セルロース、第一のコポリマーと第

二のコポリマーとのコポリマーブレンド０．００１～１

０重量％及び残余としての水を含む組成物。

【請求項２】

無砥粒である、請求項１記載の組成物。

【請求項３】

金属を含有する半導体ウェーハのＣＭＰに有用な水性組

成物であって、酸化剤、非鉄金属のインヒビター、非鉄

金属の錯化剤、改質セルロース、アクリル酸とメタクリ

ル酸とから形成される第一及び第二のコポリマーのコポ

リマーブレンドであって、前記第一のコポリマーと前記

第二のコポリマーとは異なるコポリマーブレンド０．０

１～５重量％及び残余としての水を含み、アクリル酸と

メタクリル酸との前記コポリマーが、１：３０～３０：

１の範囲のモノマー比（アクリル酸：メタクリル酸）を

有し、１Ｋ～１０００Ｋの範囲の分子量を有するもので

ある組成物。

［続きあり］
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スラリー供給法 
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公開特許ＪＰ抄録
特開2005-347519
（Ｐ２００５－３４７５１９Ａ）

(43)公開日  平成17年(2005)12月15日審査請求  未請求  請求項の数13  ＯＬ （全10頁）

(21)特願2004-165479

(22)平成16年(2004)6月3日

(51)Int.Cl.                                  ＦＩ７ テーマコート゛（参考）
   H01L  21/304             3C058             H01L  21/304     622 D  
   B24B  37/00                                B24B  37/00          H  
   C09K   3/14                                B24B  37/00          K  
                                              C09K   3/14      550 D  
                                              C09K   3/14      550 E  

【Ｆターム】3C058 AA07  AA09  AC04  DA02  
                  DA12  DA17  

(71)出願人  ソニー株式会社 東京都品川区北品川６丁目７番３５号
(72)発明者  上月  貴晶

(54)【発明の名称】研磨装置、研磨方法および研磨用スラリー

(57)【要約】

【課題】ＣＭＰ後における被研磨面の高平坦化を可能に

しつつ、高い研磨レートを確保して十分な削り込み量を

得られるようにする。

【解決手段】被研磨物における被研磨面に対し研磨用ス

ラリーを用いた研磨を行って当該被研磨面を平坦化する

のにあたり、前記研磨用スラリーとして、界面活性剤と

強磁性または常磁性の磁性体とが混入されたものを用い

る。そして、前記被研磨面に対する研磨を、前記界面活

性剤は混入されているが前記磁性体が混入されていない

研磨用スラリーを用いて行う研磨と、前記界面活性剤お

よび前記磁性体の両方が混入された研磨用スラリーを用

いて行う研磨との二段階に分けて行う。

【選択図】図２

【技術分野】

【０００１】

本発明は、平坦化技術の一つであるＣＭＰ（Chemical M

echanical Polishing；化学的機械的研磨）を行う研磨

装置および研磨方法に関し、さらにはＣＭＰに用いられ

る研磨用スラリーに関する。

【特許請求の範囲】

【請求項１】

被研磨物における被研磨面に対し研磨用スラリーを用い

た研磨を行って当該被研磨面を平坦化する研磨装置であ

って、前記研磨用スラリーとして、界面活性剤と強磁性

または常磁性の磁性体とが混入されたものを用いること

を特徴とする研磨装置。

【請求項２】

前記被研磨面に対する研磨を、前記界面活性剤は混入さ

れているが前記磁性体が混入されていない研磨用スラリ

ーを用いて行う研磨と、前記界面活性剤および前記磁性

体の両方が混入された研磨用スラリーを用いて行う研磨

との二段階に分けて行うことを特徴とする請求項１記載

の研磨装置。

【請求項３】

前記研磨用スラリーを供給する供給管に当該供給管の経

路が複数に分かれる分岐点が設けられているとともに、

前記分岐点の近傍に磁力を発生させる磁力発生手段が配

設されていることを特徴とする請求項２記載の研磨装置

。

【請求項４】

［続きあり］
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公開特許ＪＰ抄録
特開2005-118996
（Ｐ２００５－１１８９９６Ａ）

(43)公開日  平成17年(2005)5月12日審査請求  有  請求項の数10  ＯＬ （全26頁）

(21)特願2005-11056
(62)特願2003-581244の分割
原願  平成15年(2003)4月1日
(22)平成17年(2005)1月19日

(51)Int.Cl.                                  ＦＩ７ テーマコート゛（参考）
   B24B  37/00              3C058             B24B  37/00          C  
   H01L  21/304                               H01L  21/304     622 F  

優(31)特願2002-101945
先(32)平成14年(2002)4月3日
権(33)日本国(JP)
優(31)特願2002-378965
先(32)平成14年(2002)12月27日
権(33)日本国(JP)

【Ｆターム】3C058 AA07  AA09  CB01  DA12  
                  DA17  

(71)出願人  東邦エンジニアリング株式会社 四日市市伊倉一丁目１番１５号
(72)発明者  鈴木  辰俊

(54)【発明の名称】研磨パッドと該研磨パッドの製造方法および該研磨パッドを用いた半導体基板の製造方法

［続きあり］

(57)【要約】

【課題】  ウェハ等の半導体基板の表面をＣＭＰ法によ

って研磨するに際して、スラリの流動を積極的に且つ効

率良く制御し得て、以て、目的とする研磨加工を高精度

に安定して実施することを可能とする、新規な構造の研

磨パッドを提供すること。

【解決手段】  合成樹脂製のパッド基板１２の表面に対

して略周方向に延びる凹溝１６を形成すると共に、該凹

溝１６の内周側壁面２０と外周側壁面２２を相互に略平

行として、且つ該パッド基板１２の中心軸１８に対して

傾斜させた。そして、かかる傾斜溝である凹溝１６の溝

幅：Ｂ，深さ：Ｄ，ピッチ：Ｐおよび傾斜角度：αの各

値を、以下の範囲内で設定した。

      ０．００５mm  ≦  Ｂ  ≦  ３．０mm

          ０．１mm  ≦  Ｄ  ≦  ２．０mm

          ０．１mm  ≦  Ｐ  ≦６０．０mm（直線溝の

場合）

          ０．１mm  ≦  Ｐ  ≦１０．０mm（周方向溝

の場合）

          ０．５度  ≦｜α｜≦  ３０度

【技術分野】

【０００１】

本発明は、例えば半導体製造工程において半導体ウェハ

や半導体デバイス等としての半導体基板などの表面を加

工する際に用いられる研磨パッドと、該研磨パッドを用

いた半導体基板の製造方法等の研磨パッド関連技術に関

するものである。

【特許請求の範囲】

【請求項１】

合成樹脂製のパッド基板の表面に凹溝を形成した、半導

体基板の研磨に用いられる研磨パッドにおいて、前記凹

溝として、それぞれ直線的に且つ互いに平行に延びる複

数条の直線溝を、該パッド基板の径方向線上で相互に離

隔せしめて形成し、該直線溝を、該パッド基板の中心軸

に対して深さ方向で傾斜した略平行な両側壁面を有する

傾斜溝とすると共に、該直線溝における溝幅：Ｂ，深さ

：Ｄ，ピッチ：Ｐおよび傾斜角度：αの各値を、以下の

範囲内で設定したことを特徴とする研磨パッド。

０．００５mm  ≦  Ｂ  ≦  ３．０mm

０．１mm  ≦  Ｄ  ≦  ２．０mm

０．１mm  ≦  Ｐ  ≦６０．０mm

０．５度  ≦｜α｜≦  ３０度

【請求項２】

前記直線溝として、互いに平行に延びる多数条の溝群を

複数群形成し、それらの溝群を略網目状となるように相

互に交差させた請求項１に記載の研磨パッド。

【請求項３】

［続きあり］
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特表2005-532176
（Ｐ２００５－５３２１７６Ａ）

(43)公表日  平成17年(2005)10月27日審査請求  未請求    予備審査請求  有 （全38頁）

(21)特願2004-507027

(86)(22)平成15年(2003)5月21日

(51)Int.Cl.                                  ＦＩ７ テーマコート゛（参考）
   B24B  37/00              3C058             B24B  37/00          C  
   B24D   3/32              3C063             B24D   3/32             
   B24D  11/00              4F074             B24D  11/00          E  
   C08J   9/12                                C08J   9/12      CER    
   C09K   3/14                                C08J   9/12      CEZ    

  (85)平成17年(2005)1月24日
  (86)PCT/IB2003/002123
  (87)WO2003/099518
  (87)平成15年(2003)12月4日
優(31)60/382,739
先(32)平成14年(2002)5月23日
権(33)米国(US)

(81)指定国    AP(GH,GM,KE,LS,MW,
              MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,
              ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY

【Ｆターム】3C058 AA09  CB01  CB05  DA12  
                  DA17  
            3C063 AB07  BC03  BC09  EE10  

(71)出願人  キャボット  マイクロエレクトロニクス  * アメリカ合衆国，イリノイ  ６０５０４，オーロラ，ノ*
(72)発明者  プラサド，アバネシュワー

(54)【発明の名称】微小孔性研磨パッド

［続きあり］

(57)【要約】

本発明は、多孔質発泡体を含む、化学機械研磨用の研磨

パッド、およびそれらの生産のための方法を提供する。

1つの態様において、多孔質発泡体は、５０μｍ以下の

平均孔径を有し、７５％以上の孔が平均孔径の２０μｍ

以内の孔径を有する。他の態様において、多孔質発泡体

は、２０μｍ以下の平均孔径を有する。更に他の態様に

おいて、多孔質発泡体は、多峰性の孔径分布を有する。

生産の方法は、（ａ）ポリマー樹脂を、高い温度および

圧力にガスを晒すことにより生成される超臨界ガスと組

み合わせて単相溶液を生成すること、および（ｂ）該単

相溶液から研磨パッドを形成することを含み、該超臨界

ガスはガスを高い温度および圧力に晒すことによって発

生させる。

【技術分野】

【０００１】

本発明は、均一な孔径分布を有する多孔質発泡体（foam

）を含む化学機械研磨のための研磨パッドに関する。

【特許請求の範囲】

【請求項１】

５０μｍ以下の平均孔径を有し、７５％以上の孔が平均

孔径の２０μｍ以内の孔径を有する多孔質発泡体を含む

化学機械研磨用の研磨パッド。

【請求項２】

平均孔径が４０μｍ以下である請求項１に記載の研磨パ

ッド。

【請求項３】

多孔質発泡体が０．５ｇ／ｃｍ3以上の密度を有する請

求項１に記載の研磨パッド。

【請求項４】

多孔質発泡体が２５％以下の空隙率（void volume）を

有する請求項１に記載の研磨パッド。

【請求項５】

多孔質発泡体が独立気泡を含む請求項１に記載の研磨パ

ッド。

【請求項６】

多孔質発泡体が１０5気泡／ｃｍ3以上の気泡密度を有す

る請求項１に記載の研磨パッド。

【請求項７】

多孔質発泡体が、熱可塑性エラストマー、熱可塑性ポリ

ウレタン、ポリオレフィン、ポリカーボネート、ポリビ

［続きあり］
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(43)公開日  平成18年(2006)1月26日審査請求  未請求  請求項の数20  ＯＬ  外国語出願 （全21頁）

(21)特願2005-199150

(22)平成17年(2005)7月7日

(51)Int.Cl.                                  ＦＩテーマコート゛（参考）
   B24B  53/12    (2006.01) 3C047             B24B  53/12          Z  
   B24B  37/00    (2006.01) 3C058             B24B  37/00          A  
   B24D   3/00    (2006.01) 3C063             B24D   3/00      320 B  
   B24D   3/06    (2006.01)                   B24D   3/00      340    
   B24D   7/00    (2006.01)                   B24D   3/06          C  

優(31)10/888941
先(32)平成16年(2004)7月8日
権(33)米国(US)

【Ｆターム】3C047 EE02  EE11  EE18  
            3C058 AA07  AA19  CB05  
            3C063 AA02  AB05  BB02  BB06  

(71)出願人  アプライド  マテリアルズ  インコーポレ* アメリカ合衆国  カリフォルニア州  ９５０５４  サン*
(72)発明者  トラング  ティー．  ドアン（外2名）

(54)【発明の名称】研磨パッド調整装置および製造およびリサイクル方法

［続きあり］

(57)【要約】      （修正有）

【課題】研磨パッド調整装置及び製造方法及びそのリサ

イクル方法を提供する。

【解決手段】基底板２８と元の構成から裏返した反転研

磨材ディスク２４を備え、この反転ディスクは、研磨材

粒子５２を備える未使用の研磨面５０を有する露出した

研磨面を備える。ディスクの接合面は基底板に取り付け

られ、この接合面は研磨パッドを調整するために以前使

用した使用済み研磨面を備える。またパッド調整装置は

研磨材粒子の露出部分を備えた研磨面を有し、これらの

研磨粒子の内の少なくとも約６０％は実質的に同一の結

晶対称性を有する結晶構造を有する。

【選択図】図１

【産業上の利用分野】

【背景】

【０００１】

本発明の実施形態は、研磨パッド調整装置および製造お

よびリサイクル方法に関する。

【特許請求の範囲】

【請求項１】

リサイクルした研磨パッド調整装置であって、

（ａ）基底板と、

（ｂ）反転した研磨材ディスクと、

を備え、

前記研磨材ディスクが、

（i）研磨材粒子が付着した未使用の研磨材面を有する

露出した研磨材面と、（ii）前記基底板に取り付けた接

合面であって、研磨パッドを調整するために以前使用し

た使用済み研磨材面を備える接合面と、を備える、パッ

ド調整装置。

【請求項２】

前記露出した研磨材面が、少なくとも部分的にエッチン

グバックされている、請求項１記載のパッド調整装置。

【請求項３】

前記研磨材粒子が、格子を備えるマトリックス内に埋設

されている、請求項２記載のパッド調整装置。

【請求項４】

前記研磨材粒子が、蝋付け用合金を備えるマトリックス

内に埋設されている、請求項２記載のパッド調整装置。

【請求項５】

［続きあり］
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Ⅳ．参考情報 

 

１．このガイドブック作成に使用した検索式 

 

① 公開日＝2004 年 8 月～2006 年 2 月 

② タイトル～クレーム＝ＣＭＰ or ((化学機械 or 科学的機械) and (研磨 or ポリッシ*)) 

③ ① and ②・・・約 1000 件 

*は前方一致を意味します。 

 

上記該当特許からパッドとスラリーに関係する最近の特許 148 例をピックアップしております。 
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２．掲載特許一覧 

公報番号順 
 No 公報番号 出願人 発明の名称 出願日 優先日 分類 

1 特開 2004-235619 住友化学工業株式会社,ＮＥ

Ｃエレクトロニクス株式会社 

半導体基板用洗浄液 2003/12/25 有 その他 

2 特開 2004-241775 ロデール ホールディングス

インコーポレイテッド 

研磨パッド窓のための散乱防止層 2004/02/03 有 パッド材料 

3 特開 2004-310052 株式会社ハイニックスセミコン

ダクター 

半導体素子の製造方法、半導体素

子、フォトレジストパターン洗浄方法

及びフォトリソグラフィー方法 

2003/12/26 有 パッド材料 

4 特開 2004-311967 株式会社日本触媒 ＣＭＰ研磨剤用ポリマー及び組成物 2004/03/12 有 スラリー材料 

5 特開 2004-323840 住友化学工業株式会社 研磨洗浄液組成物及び研磨洗浄方

法 

2004/04/09 有 スラリー材料 

6 特開 2004-331852 多摩化学工業株式会社 分散安定性に優れた研磨剤スラリー

及び基板の製造方法 

2003/05/09 無 スラリー材料 

7 特開 2004-335896 ＪＳＲ株式会社,株式会社東芝 非化学機械研磨用水溶液、研磨剤

セット及び化学機械研磨方法 

2003/05/09 無 スラリー材料 

8 特開 2004-335897 ＪＳＲ株式会社 化学機械研磨用水系分散体 2003/05/09 無 スラリー材料 

9 特開 2004-342751 株式会社東芝 ＣＭＰ用スラリー、研磨方法、および

半導体装置の製造方法 

2003/05/14 無 スラリー材料 

10 特開 2004-343099 ＪＳＲ株式会社 研磨パッドおよび化学機械研磨方法 2004/04/23 有 パッド材料 

11 特開 2004-345048 ＪＳＲ株式会社 研磨パッド 2003/05/23 無 パッド材料 

12 特開 2004-349608 日立化成工業株式会社 研磨液及び研磨方法 2003/05/26 無 スラリー材料 

13 特開 2004-356326 住友ベークライト株式会社 研磨用組成物 2003/05/28 無 スラリー材料 

14 特開 2004-356327 住友ベークライト株式会社 研磨用組成物 2003/05/28 無 スラリー材料 

15 特開 2004-363191 株式会社東芝 有機膜用化学的機械的研磨スラリ

ー、有機膜の化学的機械的研磨方

法および半導体装置の製造方法 

2003/06/02 無 スラリー材料 

16 特開 2004-363228 三井化学株式会社 化学機械研磨用組成物 2003/06/03 無 スラリー材料 

17 特開 2004-363305 株式会社東芝 ＣＭＰ法及びＣＭＰ装置 2003/06/04 無 スラリー材料 

18 特開 2004-363574 ＪＳＲ株式会社 化学機械研磨剤キットおよびこれを

用いた化学機械研磨方法 

2004/05/12 有 スラリー材料 

19 特開 2005-005501 日立化成工業株式会社 ＣＭＰ研磨剤、研磨方法及び半導体

装置の製造方法 

2003/06/12 無 スラリー材料 

20 特開 2005-011932 株式会社東芝 ＣＭＰ用スラリー、研磨方法、および

半導体装置の製造方法 

2003/06/18 無 スラリー材料 

21 特開 2005-014206 住友化学株式会社 金属研磨剤組成物 2004/05/28 有 スラリー材料 

22 特開 2005-019519 住友ベークライト株式会社 研磨用組成物 2003/06/24 無 スラリー材料 
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